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１．概要 
近年における高性能 SiC パワーデバイスの実用化実証には、低欠陥大口径基板の実用化とともに、

特性の制御されたエピタキシャル層の成膜技術の進展が大きな役割を果たしている。本講演では

今後のデバイス量産化に寄与するエピタキシャルウェハの生産技術に関し、その開発状況と課題

について報告する。 
２．内容 
1) 欠陥制御技術 
単結晶基板中の各種転位欠陥は、エピ層に伝播しデバイスの収率や特性に悪影響を与えることか

ら、エピタキシャル成長によりマイクロパイプを閉塞する技術[1]や基底面転位を貫通刃状転位変

換する技術[2]が開発され、現在においては製品製造技術に適用されている。 
また、エピタキシャル工程に起因した各種の欠陥があり、その代表的なものに、成長装置内の堆

積物落下によるダウンフォールや、Si 面 4 度オフ基板上で特徴的に発生する三角欠陥がデバイス

キラー欠陥とされている。これらの欠陥に対しては、装置の運転管理技術の高度化や成長条件の

適正化による低減への取組みが進められている。 
2) モフォロジー制御技術 
従来 4H 構造単結晶の｛0001｝面より 8 度傾けた基板が用いることでポリタイプが制御された平

滑な表面を有するエピウェハが作成されていたが、現在では Si 面 4 度オフ基板が主流となり、

MOSFET 用酸化膜信頼性向上のためにステップバンチングの低減が課題となっている[3]。 
4 インチ径 Si 面 4 度オフ基板を用いたエピタキシャル成長において、モフォロジー評価技術の適

正化と、CMP（化学的機械研磨）条件及びエピ条件のマッチングにより、ウェハレベルで実効的

にステップバンチングの無いスムーズな表面が得られ[4]市販されている。 
3) カーボン面成長技術 
現在は Si 面を用いたデバイス開発、生産が主流であるが、MOSFET のチャネル移動度向上を狙い

としたカーボン面の使用も検討されている。カーボン面成長で得られるエピタキシャル層はドナ

ー濃度が比較的高く、均一性制御が困難である一方、1 度以下の低オフ角でも良好な表面状態が

得られることから、ウェハの低コスト化技術として注目されている。カーボン面成長においても

エピ条件の適正化により Si面基板上エピと同等のキャリア濃度均一性達成への取り組みが進めら

れている。 
4) 量産技術 
SiC デバイスの普及には、材料コストの低減が不可欠であり、エピタキシャル成長においても成

膜装置のスループットを向上させる事が重要である。そのためには、大口径ウェハの均一性、再

現性に優れた多数枚同時成長可能が装置を用いた技術開発が有効である。最近では 150mm 径 6 枚

同時成長が可能な大型装置を用いた技術開発が進められており[5,6]、比較的良好な特性均一性や

市販品最高レベルの表面平滑性が既に達成されていることから、今後の 150mm 径ウェハの実用化

とデバイスの普及に寄与する事が期待されている。 
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